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DIODY POLPRZEWODNIKOWE - protokét pomiarowy

1. SYMULACJE CHARAKTERYSTYK PRADOWO-NAPIECIOWYCH

Nazwa projektu : diody_charakterystyki_|_U.ms10

Grupa | Data | Skiad osobowy

Oznaczenia (rodzaj) diody

Napiecie.dyf. [V] | Model do symulaciji

Parametry modelu (potencjat ztgcza, rezystancja)

2. POMIARY CHARAKTERYSTYK PRADOWO-NAPIECIOWYCH

Uwaga — nie przekracza¢ dopuszczalnych parametréw diod
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3. SYMULACJE | POMIARY PROSTOWNIKA JEDNOPOLOWKOWEGO

Dioda nr.2
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Oznaczenia (Rodzaj) diody

Nazwa pliku symulaciji

Parametry symulacji:

Parametry pomiaréw

Fcen [HZ]:

%m.GEN [V]:

Fcen [HZ]:

%m.GEN [V]:

4. SYMULACJE | POMIARY KLUCZA DIODOWEGO

Oznaczenia (Rodzaj) diody

Nazwa pliku symulaciji

Parametry symulacji:

Parametry pomiaréw

Fcen [HZ]:

AM.GEN [V]:

Fcen [HZ]:

AM.GEN [V]:

Fsyen [HZ]:

Am.syGN [V]:

Fsyaen [HZ]:

Am.syGN [V]:

Strona 1

Podpis prowadzacego




